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DOPUSZOZAINE WARTOSCI PARAMETHOW EKSPLOATACYJNYCH

'Napi@c;e polarygacji x) ety Uﬁ'> o 160 V-

w kierunku zaporowyn '
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Tcmperatura przechowywagia : tstgA ~40 + +85.C

Zalecane napigeie pracy UF = 60 = 100 V.



PARANETRY CHARAKTERYSTYCZNE
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